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１．概要（Summary） 

当社の進めるデバイス開発において，Si 表面に成膜し

たAlのサブミクロン（<0.5 m）パターニングが求められて

いる．これを具現化する方策として，i 線ステッパを用いた

露光技術に着目し，検討に着手した．今年度は，まずは

ウェハ上のショットごとに露光量と焦点深度を変化させ，そ

れぞれの条件におけるパターン転写の可否を確認し，所

望の仕上りを達成するための露光条件を探索した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコーター，i線露光装置 

【実験方法】 

6 インチ Si ウェハ上に 0.2 m厚の Alをスパッタ成膜

したウェハを準備した．ここにスピンコーターでフォトレジス

トを塗布し，i線ステッパで露光した．レジスト厚は 0.8 m

で固定し，露光時間を 220～340 msec，焦点深度を－

1.2～＋1.2 mの範囲で振った．現像後の状態を，SEM

による斜視像観察で評価した．評価対象として，

L/S=0.2/0.6 m，0.3/0.9 mの LSパターンに注目した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

（1）仕上り状態は露光時間に強く依存し，焦点深度に対

しては比較的感度が低かった． 

（2）開口底部までレジストが現像され，下地 Al の表面が

露出できているパターンにおいては，開口寸法が設計に

対して 1.5～2倍程度まで大きく仕上がった． 

（3）最小仕上り寸法として，0.35 m ラインの形成が確認

できた． 

最小 0.35 mは，設計 0.2 mのパターンを用いた場

合の仕上りであり，設計との乖離がまだ大きい状態と言え

る．今回見いだされた最適露光条件を用い，現像時間等

の他のパラメータを調整し，より設計に近い寸法が得られ

る状態を引き続き探索したい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

技術代行では増田賢一様（産総研 NPF）にお力添え

いただきました．感謝いたします． 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

Fig. 1 Exp. condition vs obtained 

pattern in 6inch wafer. 

 

 

Fig. 2 SEM tilt view of 0.35 m line. 

pattern. 
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